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Featured Products

用于AC-DC电源电路的创新型ROHM EcoGaNTM解决方案

650V EcoGaNTM Power Stage IC

BM3G015MUV-LB、BM3G007MUV-LB

EcoGaNTM是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。

https://www.rohm.com.cn/
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Features

・损耗低于普通产品，有助于应用产品的小型化

・将IC用作Power Stage电路，可轻松安装GaN器件
将650V EcoGaNTM、专用栅极驱动器、新增功能和外围元器件一体化封装

・可轻松替换现有功率半导体电路
驱动电压范围 (2.5～30V) 、启动时间 (Typ15μs) 、传输延迟 (Typ11～15ns)

650V EcoGaNTM Power Stage IC（BM3G015MUV-LB、BM3G007MUV-LB）简介

BM3G0xxMUV-LB是一款集650V EcoGaNTM、能够激发出其更高性能的专用栅极驱动器、新增功能
以及外围元器件于一身的Power Stage IC，可轻松替换一次侧电源现有的Si功率半导体电路。

功率损耗（降低约20%），内置外围元器件（外置元器件由8个减少为仅1个）

VQFN046V8080
8.0×8.0×1.0mm Pitch0.5mm

EcoGaNTM是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。
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使用GaN HEMT时的优势

使用GaN HEMT时

ROHM的低导通电阻、高速开关GaN HEMT

（High Electron Mobility Transistor：高电子迁移率晶体管）

小型化

发热量低（导通电阻低），
体积显著缩小

Si MOSFET+
散热翅片

产品体积
显著缩小

GaN HEMT

损耗低、效率高

开关速度快，损耗大幅降低
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*假设Si MOSFET的损耗为1

损耗
大幅降低

EcoGaNTM是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。
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EcoGaNTM Power Stage IC简介（一次侧PFC、AC-DC用） BM3G015MUV-LB
BM3G007MUV-LB

一体化封装，
无需繁琐的GaN HEMT驱动调整工作 轻松安装GaN

EcoGaNTM是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。

Power Stage

一体化封装

+

+

更大程度地激发GaN HEMT的性能

650V GaN HEMT

栅极驱动用驱动器

新增功能（+外围元器件）

BM3G0xxMUV-LB系列的产品框图

驱动器

栅极
钳位电路

高速、宽电压范围
接口

EMI
控制 LDO 温度保护

电源保护

向GaN HEMT输出
稳定且合适的
驱动信号

栅极驱动用驱动器

GaN
HEMT

新增功能（+外围元器件）

VDD D

S

IN

模拟
技术

功率电子
技术×
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EcoGaNTM Power Stage IC的特点① BM3G015MUV-LB、BM3G007MUV-LB

支持各种一次侧电源（PFC、AC-DC）电路

驱动电压范围宽（2.5～30.0V）

ROHM
新产品

普通产品

市场需求

驱动电压范围

可直接链接
外置通用控制器

3.0V～5.5V

3.0V～25.0V

2.5V～30.0V

启动时间短（Typ15μs）

市场需求

ROHM
新产品

普通产品

启动时间

支持各种外置控制器
在垂直叠加AC-DC电路中

效果非常好

600μs

50μs

15μs

仅支持特定的
外置控制器

传输延迟时间短（Typ11～15ns）

D

GaN HEMT 
栅极

IN

传输延迟=11～15ns

2.5V

30V

5V

400V

对高速开关
无影响

[电路拓扑示例]

交错式PFC 半桥 图腾柱PFC反激式

EcoGaNTM是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。
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EcoGaNTM Power Stage IC的特点② BM3G015MUV-LB、BM3G007MUV-LB

可进一步降低功耗
在输入电压264Vac、100W反激式电源电路中的比较（ROHM调查数据）

开关损耗导通损耗
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ROHM新产品普通产品Si MOSFET
单体

0.12 0.12 0.12
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EcoGaNTM是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。
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EcoGaNTM Power StageIC的特点③ BM3G015MUV-LB、BM3G007MUV-LB

应用产品可进一步小型化
外置Power Stage相关元器件仅1个

10

8

6

4

2
Po

w
er

 S
ta

ge
相
关
元
器
件
[p
cs
]

ROHM新产品普通产品
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元器件数量减少8个
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RSR
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PG控制器

Power Stage相关元器件
只有1个

VCC

ROHM 
EcoGaNTM

Power Stage IC

EcoGaNTM是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。
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综合比较* BM3G015MUV-LB、BM3G007MUV-LB

市场需求
EcoGaNTM

Power Stage IC
ROHM

GaNTM

Power Stage IC
普通产品

EcoGaNTM单体
ROHM

GaN HEMT单体
普通产品

小型化 优 优 良 良 差

是否易于设计 优 良 良 良 优

可靠性 优 良 良 良 优

损耗 优 良 优 良 差

新增功能 优 优 差 差 差

ROHM的EcoGaNTM Power Stage IC是满足市场需求、且具有超高性能的产品

Si MOS单体

*2023年7月 ROHM调查数据
EcoGaNTM是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。
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EcoGaNTM Power Stage IC产品阵容、评估板

产品名称
漏极引脚电压

(Max)
[V]

输入电压
范围
[V]

电源引脚
电压
[V]

电源引脚
工作电流

(Typ)
[μA]

电源引脚
静态电流

(Typ)
[μA]

导通电阻
(Typ)
[mΩ]

导通
延迟时间

(Typ)
[ns]

关断
延迟时间

(Typ)
[ns]

工作
温度范围

[°C]
封装

BM3G015MUV-LB

650
-0.6
to

+30

6.25
to
30

450 150 150 11

15
-40
to

+105

VQFN046V8080
(8.0×8.0×1.0mm)

BM3G007MUV-LB 650 180 70 12

BM3G007MUV-EVK-003

点击图标即可链接到ROHM官网的产品技术规格书。点击图标即可链接到ROHM官网的产品介绍页面。

BM3G015MUV-EVK-003
BM3G007MUV-EVK-002
功率因数校正 400V 240W BM3G007MUV 评估板

EcoGaNTM是ROHM Co.,Ltd.的商标或注册商标。

https://www.rohm.com.cn/products/gan-power-devices/gan-hemt-power-stage-ics/bm3g007muv-lb-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=66OP7367
https://www.rohm.com.cn/datasheet?p=BM3G007MUV-LB&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=66OP7367
https://www.rohm.com.cn/products/gan-power-devices/gan-hemt-power-stage-ics/bm3g015muv-lb-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=66OP7367
https://www.rohm.com.cn/datasheet?p=BM3G015MUV-LB&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=66OP7367
https://www.rohm.com.cn/products/gan-power-devices/gan-hemt-power-stage-ics/bm3g007muv-lb-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=66OP7367#evaluationBoard
https://www.rohm.com.cn/products/gan-power-devices/gan-hemt-power-stage-ics/bm3g015muv-lb-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=66OP7367#evaluationBoard
https://www.rohm.com.cn/products/gan-power-devices/gan-hemt-power-stage-ics/bm3g007muv-lb-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=66OP7367#evaluationBoard


Notice

© 2023 ROHM Co., Ltd.

 本资料中的内容旨在介绍ROHM集团（以下简称“ROHM”）的产品。在使用ROHM产品之前，请务必另行确认最新版的
技术规格书或产品规格书。

 ROHM不保证本资料中的信息无误。万一客户或第三方因本资料中的信息错误而受损，ROHM不承担任何责任。

 本资料中的应用电路示例等信息和各种数据仅为示例，并非保证不侵犯与这些内容相关的第三方的知识产权及其他权利。

 对于本材料中的信息和各种数据，ROHM并未明示或默示同意客户可以实施、使用或利用ROHM或第三方拥有或管理的
知识产权以及其他权利。

 向海外出口或提供ROHM产品和本资料中的技术时，请遵守《外汇及外国贸易法》、《美国出口管制条例》等适用的
出口相关法律法规，并根据这些法律法规中的规定办理必要的手续。

 未经ROHM事先书面同意，严禁转载或复制本资料的全部或部分内容。

 本资料中的内容为截至2023年7月的信息，如有更改，恕不另行通知。
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